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부유탐침을 이용한 플라즈마 측정법에서의

인가 주파수 영향의 보정 및 쉬스 임피던스 측정 방법

최명선 이석환 김곤호, ,

서울시 관악구 관악로 서울대학교 에너지시스템공학부599

반도체 제조공정이 나노미터 단위로 정밀해짐에 따라 공정플라즈마의 실시간 계측 및 제어
의 중요성이 커지고 있다 정전탐침법은 측정계의 단순함과 측정의 정확도에 있어서 장점을.
가지고 있지만 플라즈마의 섭동 및 오염의 가능성 때문에 공정플라즈마의 실시간 계측에 적
용하기에 어려움이 있다 따라서 플라즈마의 섭동 및 오염을 최소화 할 수 있는 정전탐침 측정.
법인 부유탐침법을 이용한 공정플라즈마의 실시간 측정이 시도되어왔다 부유탐침에는 쉬스.
전위에 의한 전자전류와 교류전위를 인가함에 따라 나타나는 변위전류가 흐르게 되고 기존의
부유탐침법은 변위전류의 크기를 무시할 수 있는 조건에서 쉬스전위에 의한 전자전류를 이용
하여 플라즈마 물성을 측정하게 된다 부유탐침의 전자전류는 플라즈마의 전자에너지분포함.
수 에 따라 여러 고조파들이 중첩된 형태의 왜곡된 파형을 가지게 되고 이러한 고조파(EEDF) ,
들의 크기는 전자에너지가 맥스웰분포를 가정할 때 플라즈마의 전자온도와 밀도의 함수로서
탐침전류의 고조파들의 크기로부터 전자온도와 플라즈마 밀도를 구할 수 있다 부유탐침의.
변위전류는 회로와 접지 사이의 기생정전용량과 쉬스정전용량에 의해 나타나는 전류이며 그
크기는 탐침의 인가주파수에 비례하므로 탐침의 인가주파수를 변화시킴으로서 인가주파수에
무관한 전자전류와 인가주파수의 함수인 변위전류를 각각 측정할 수 있다 탐침의 인가주파.
수를 변화시켜 각각 얻어진 전자전류와 변위전류를 이용함으로서 쉬스의 임피던스부유탐침
법의 정확도를 향상시킬 수 있으며 쉬스의 임피던스 측정이 가능하다 본 발표에서는 인가주.
파수 변화를 이용한 부유탐침법의 정확도 향상법을 소개하고 쉬스임피던스 측정의 결과를
보고하고자 한다.




